




























































专利名称(译) 多晶硅层的制法、TFT及其制法及OLED显示装置

公开(公告)号 CN101315883B 公开(公告)日 2010-12-08

申请号 CN200810108798.6 申请日 2008-06-02

[标]申请(专利权)人(译) 三星斯笛爱股份有限公司

申请(专利权)人(译) 三星SDI株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星移动显示器株式会社

[标]发明人 朴炳建
徐晋旭
梁泰勋
李吉远
李基龙

发明人 朴炳建
徐晋旭
梁泰勋
李吉远
李基龙

IPC分类号 H01L27/32 H01L21/77 H01L29/786 H01L21/336 H01L21/84 H01L21/20

CPC分类号 H01L29/66765 H01L21/02672 H01L27/1214 H01L29/78618 H01L21/02488 H01L21/02532 H01L29
/66757 H01L21/3221 H01L27/1277

优先权 1020070053314 2007-05-31 KR

其他公开文献 CN101315883A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供制作多晶硅层的方法，包括：在衬底上形成非晶硅层；利用
结晶诱导金属使非晶硅层结晶为多晶硅层；形成与多晶硅层中沟道区之
外的区域相对应的多晶硅层的上方或下方接触的金属层图案或者金属硅
化物层图案；以及退火该衬底以将存在于多晶硅层沟道区中的结晶诱导
金属吸到具有金属层图案或者金属硅化物层图案的多晶硅层区域。此
外，存在于多晶硅沟道区中的结晶诱导金属可以有效地去除，并且从而
可以制作具有改良泄露电流特性的薄膜晶体管和包括该薄膜晶体管的
OLED显示装置。
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